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Bcschreihung 

Die Erlindung be/.iehi sich auf cine Laseroplik gemati 
OberhcgrilT Palcnlanspruch 1 sowie an I" cincn Dioden laser 
mil cincr solchen Opiik geinaB ObcrbcgrilT Palcnlanspruch 5 
17. 

Tin Gcgcnsalz zu konvcniionellcn Lascrsirahlqucllcn, die 
cincn Slrahldurchmesser von einigen nun bci cincr geringen 
Strahldivergen/. im ttcrcich von wenigen nirad aufweisen, 
zcichnel sich die Slrahlung eines Halblciier-Diodcn laser 10 
(nachslehcnd auch "Diode n laser") durch cinen slark diver- 
gent en St rah 1 mil einer Divergent > 1000 inrad aus. Hcrvor- 
gcrufen wird dies von dcr auf < 1 um Hone bcgrenzlcn Aus- 
triilsschichl, an dcr ahnlich der Bcugung an cincr spaltlor- 
migen Offnung, ein groBer Divergenzwinkel erzcugl wird. 15 
Da die Ausdchnung der AusiritlsolTnung in der Ebene senk- 
rechl und parallel zur akiiven Halbleiterschichi untcrschied- 
lich isl, kommcn vcrschicdcnc Slrahldivcrgcnzcn in dcr 
Ebcne scnkrechl und parallel zur akiiven Schichl zuslande. 

Uni cine Leistung von 20-60 W fiir eincn Dioden laser zu 20 
crreichen, werden zahlrcichc Laserchips auf einem sog. Bar- 
ren zu einem Laserbauelemeni zusammengefaBl. Ublicher- 
weisc werden hierbei 10-50 einzelne Emillergruppen in ei- 
ner Reihe in der Ebene parallel zur akiiven Schichl angeord- 
net. Der resuliierende Sirahl eincs solchen Barrens hai in der 25 
Ebene parallel zur akiiven Schichl einen OlTnungswinkel 
von ca. 10" und einen Slrahldurchmesser von ca. 10 mm. 
Die resuliierende Slrahlqualilal in dieser Ebene isl um ein 
Vielfaches geringer als die sich ergebende Slrahlqualilal in 
der zuvor beschriebenen Ebene scnkrechl zur aktiven 30 
Schichl. Auch bei einer moghchen zukiinftigen Verringe- 
rung der Divergenzwinkel von Laser-Cips bleibl das siark 
unierschiedliclie Ve rnal mis der Slrahlqualilal senkrechl und 
parallel zur akiiven Schichl beslehen. 

Der Sirahl verfugl aufgrund der zuvor beschriebenen :*5 
Slrahlcharakierisiik iiber einen groBen Unlerschicd der 
Slrahlqualilal in beiden Richlungcn senkrechl und parallel 
zur akiiven Schichl. Der Begriff der Slrahlqualilal wird da- 
bci beschrieben durch den M 2 Parameter. M 2 isl definien 
durch den Faklor, mil dem die Sirahldivergenz des Dioden- 40 
lasersl rabies Liber der Sirahldivergenz eines beugungsbe- 
grenzlen Slrahles gleichen Durchmessers liegl. In dem oben 
gezeiglen Fall verfiigl man in der Ebene parallel zur akiiven 
Schichl iiber einen Slrahldurchmesser, der um den Faklor 
10.000 uber dem Slrahldurchmesser in der senkrcchlen 45 
Ebene liegl. Bei der Sirahldivergenz verhall es sich anders, 
d. h. in der Ebene parallel zur akiiven Schichl wird eine fasi 
10-fach kleinerc Sirahldivergenz crrcichi. Dcr M" Parameier 
in dcr Ebene parallel zur akiiven Schichl liegl also um meh- 
rcrc GroBenordnungen iiber dem M 2 Werl in der Ebene 50 
scnkrechl zur akiiven Schichl. 

Ein mogliches Ziel einer Sirahlfonuung isl cs, eincn 
Sirahl mil nahezu gleichen M 2 Wen en in beiden Ebenen, 
d. h. scnkrechl und parallel zur akiiven Schichl zu errcichen. 
Bekanni sind dcrzeil folgende Vcrfahrcn zur Umfonuung 55 
dcr Sirahlgeomciric durch die einc Anniihcrung der Sirahl- 
qualilalcn in den beiden Hauplcbencn des Slrahles crrcichi 
wird. 

Minds eines Fascrbiindcls lasscn sich linienformige 
Slrahlqucrschnillc durch Umordncn dcr Fascrn zu cineni ft) 
kreisrunden Bundcl zusammenfassen. Solche Vcrfahrcn 
sind z. B. in den US-Paicnischrificn 5 127 068, 4 763 975. 
4 818 062, 5 268 978 sowic 5 258 989 beschrieben. 

Dancbcn bcsiehi die Tcchnik des Slrahldrchens, bci dem 
die Slrahlung cinzclner Umillcr um 90° gcdrchl wird, um so 65 
cine Umordnung vorzunehmcn bei der einc Anordnung der 
Strahlen in Richiung dcr Achsc dcr besscren Slrahlqualilal 
crfolgl. Zu dicscm Vcrfahrcn sind folgende Anordnungcn 
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bekanni: US 5 168 401, liP 0 484 276, DE44 38 368. Allen 
Vcrfahrcn isl gemcin, daB die Slrahlung eines Diodenlasers 
nach dessen Kollimation in der l asl-Axis-Richlung, um 90" 
gcdrchl wird um cine Slow-Axis-Kollimalion mil cincr ge- 
mcinsamcn Zylindcroplik vorzunehmen. In Abwandlung 
dcr gcnannlcn Vcrfahrcn isl auch cine durchgehende Linicn- 
qucllc denkbar (z. B. die eincs in Fasl-Axis-Richiung kolli- 
mierien Diodenlasers holier Bclcgungsdichic), dcren Sirahl- 
profil (Linie) aufgcicih wird und in umgcordncicrForm hin- 
ler dem oplischcn Elcmenl vorliegl. 

Daneben beslchl die Moglichkeil, ohnc cine Drehung des 
Slrahles cine Umordnung dcr Slrahlung cinzclner Emitter 
vorzunehmen, wobei durch z. B. durch den parallclen Ver- 
salz (Verschiebcn) miliels parallcler Spiegel einc Umord- 
nung der Slrahlung errcichi wird (WO 95/15510). Einc An- 
ordnung, die sich cbcnfalls dcr Technik des Umordnens be- 
dicni, isi in DE 19 50 053 und DE 1 95 44 488 beschrieben. 
Hicrbci wird die Slrahlung eincs Diodcnlascrbarrcns in vcr- 
schicdene Ebenen abgclenki und dorl einzeln kollimiert. 

Die Nachlcilc des Siandcs der Tcchnik lassen sich u. a. 
dahingehend zusammenfassen, daB bci fasergckoppelien 
Diodenlasern mcisl ein Sirahl mil sehr unierschiedlichen 
Sirahlqualilalen in beiden Achsrichlungen in die Faser ein- 
gekoppelt wird. Bei einer kreisrunden Faser bedeuiei dies, 
da6 in einer Achsrichlungdie mogliche numerische Aperlur 
oder der Faserdurchmesser nichl genulzi wird. Dies fuhrl zu 
erheblichen Verluslen bei der Leislungsdichlc, so daB in der 
Praxis cine Beschrankung auf ca. 10 4 W/cm 2 erfolgl. 

Bci den genannlen bekannien Verfahren niiissen wciler- 
hin leilweise erhebliche Weglangcnunlerschicde kompen- 
sicn werden. Dies geschiehi meisl durch Korrekturprismen, 
die Fehler nur begrenzi ausgleichcn konnen. Vielfachrefle- 
xionen slellen weiierhin erhohle Aiiforderungen an Jusiage- 
genauigkeil, Ferligungsloieranzen sowie Bauieiistabililal 
(WO 95/15510). Reneklierende Optiken (z. B. aus Kupfer) 
vcrliigen iiber hohe Absorplionswene. 

Bekanni isl auch eine Lascroplik mil den Merkmalen des 
OberbegrinTs des Palenlanspruches 1 (EP 0 863 588). Bei 
dieser bekannien Laseroplik wird der eincn linien- oder 
bandfonnigen Querschniit aufweisende Lasersirahl einer 
Emillergruppe bzw. eincs Laserbarren in Teilslrahlen aufge- 
facherl, die in unierschiedlichen, parallelen Ebenen licgen. 
Diese Einzel- bzw. Teilslrahlen werden dann in einem zwei- 
len Umformelcmeni so iibcreinandergeschoben, daB sich 
bereils hierdurch ein konzenirienerer Slrahlendurchmesscr 
und damil einc hohere Lcislungsdichle ergeben. 

Aufgabe der Erfindung isl es, eine Lascrc : bzw. einen 
Dioden laser fiir eine erhohle Lei slung zu sciiunen. 

Zur Losung dieser Aufgabe isl cine Laseroplik cnispre- 
chend dem Palcnlanspruch 1 und cin Diodenlaser enispre- 
chend dem Palcnlanspruch 17 ausgebildei. 

Die Bcsonderhcil dcr Erfindung beslchl darin. daB wenig- 
slens zwei, vorzugsweise aber mehr als zwei Emilierebcncn 
mil jewcils wenigslcns cincr einc Vielzahl von Eminem 
bzw. Dioden aulweisenden Emillergruppe vorgesehen sind, 
und daB die Lasersl rah lung jeder Emillergruppe durch das 
crslc Uinformelcmenl so aufgerachcrl wird, daB fiir jede 
Emillergruppe cine eigene Teilsirahlgruppc mil Teilslrahlen 
erhallen wird, die in zwei senkrechl zur Sirahl ungsrichlung 
vcrlaufendcn Achsen gegeneinandcr verselzl sind. Die Teil- 
sirahlgruppcn schlicBcn in einer crslen Achsc aneinander an, 
und zwar vorzugsweise ohnc Absland oder Zwischcnraum 
zwischen dicscn Teilslrahlgruppen. Durch das zwciic Um- 
formelcmeni konnien dann samilichc Teilslrahlen samili- 
chcr CJruppcn durch Verschiebcn in dcr crslen Achsc, die 
auch die Achse isl, in dcr die Emilicr der Emillergruppen 
aufcinander folgcn oder dieser Achsc enlsprichi, iibcreinan- 
dergeschoben, so daB diese Teilslrahlen einen gemeinsamcn 
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umgefoniilcn leasers! rahl hildcn, der bcispiclswci.se cincn 
balkcnlormigcn Qucrschniii mil eincr Brciic besilzi, die der- 
jenigen Iiinge cnisprichl, die die Teilsirahlen in der ersicn 
Achsc aufweisen, und der in ciner Fokussieroplik in cincn 
1 ; okus fokussicrl werden kann. 

A Is Umforniclciiicnlc werden vorzugsweisc Plaiicnlachcr 
vcrwcndcl. Unlcr "Plaiicnlachcr" isi ini Sinnc der lirfindung 
cin vom I^ascrlichl durchslrahllcs opiisches Element zu vcr- 
sichen, welches sich aus nichrcrcn Plaiien oder plaiienlor- 
migen Elcmenien aus cincm lichilciiendcn Material, vor- 
zugsweisc Glas, zusammenseizu die stapelariig aneinander 
anschlicBcn und facherartig gegen einandcr verdrchi sind. 
und zwar um wenigslcns cine senkrcchl zur Plallcnebcnc 
vcrlaufcndcn Facherachsc. Jedc Plallc odcr jedes plallcnfor- 
niige Element bildei an einander gegenubcrliegenden Seiten 
eine PJatlenschinalscite fiir den Lichleintrill oder -auslritt 
und isi so ausgebildei, daB ini Plaiien-Inncren im Bercich 
der Obcrnaehcnscilcn cine Toialreflcxion crfolgi. 

Unler "Oberfiaehcnseiicn" sind ini Sinnc der Erfindung 
jeweils die groBcn Plai.lcnseil.cn zu verslchen. Unter 20 
"Schmalseiicn" sind ini Sinnc der Erfindung die am Platlen- 
rand zwischen den Obcrflachcnscilcn gebildclen Scilen zu 
versiehen. 

Der Plailenfacher kann durch Zusaiiunenselzen aus ein- 
zelnen Plaiien oder plaiienformigen Elcmenien oder aber 25 
auch einsiiickig, bcispiclsweise als Formlcil mil enlspre- 
chenden Zwischcnschichlen fur die Tolalre flexion, hergc- 
slclli scin. 

Die Erfindung wird ini Folgenden anhand der Figurcn an 
Ausfuhrungsbcispiclcn naher erliiuierl. Es zeigen: 30 

Fig. 1 in vereinfachier Darslcllung einen Diodenlaser, be- 
slehend aus eincr mchrerc Laser-Chips oder -barren aufwei- 
senden Laserdiodenanordnung und einer Laseroplik zur 
Umfonnung derLascrsirahlen, wobci die Zcichenebene die- 
scr Figur senkrcchl zur akiiven Schichi der Laserbarren :vs 
licgl; 

Fig. 2 den Diodenlaser der Fig. 1 , allcrdings in einer Dar- 
slcllung, in der die Zcichenebene diescr Figur parallel zur 
akiiven Schichi der Diodenclcmenie licgl, wobci die Diver- 
ge nz der Lasersirahlcn in der Slow- Achsc aus Griindcn der 40 
ubersichilicheren Darslcllung und besseren Erlauterung we- 
gen ubertrieben dargesielli isi; 

Fig. 3 in den Posiiionen a, b und c jeweils in vereinfachier 
Darstellung die Ausbildung des Laserslrahls an verschiede- 
nen Posiiionen inncrlialb der Laseroplik der Fig. 1 und 2; 45 

Fig. 4 und 5 in Darslcllungcn ahnlich den Fig. 1 und 2 
cine zweile moglichc Ausfuhrungsfon*' e'er Erfindung; 

Fig. 6 in den Posiiion a, b und c jeweils in vereinfachier 
Darslellung die Ausbildung des Laserslrahls an vcrschiede- 
ncn Posiiionen inncriialb der Laseroplik der Fig. 4 und 5; 50 

Fig. 7 und 8 in Darslcllungcn ahnlich den Fig. 1 und 2 ei- 
ncn Diodenlaser gcniliB einer drillcn moglichcn Ausfuh- 
rungsform der Erfindung; 

Fig. 9 und 10 in Darslcllungcn ahnlich den Fig. 4 und 5 
cincn Diodenlaser gcnialS eincr viericn moglichcn Ausfiih- 55 
rungsform der Erfindung; 

Fig. 11 und 12 in Darslcllungcn ahnlich Fig. 4 und 5 ei- 
ncn Diodenlaser gemati ciner funfien moglichcn Ausfiih- 
rungsform der Erfindung. 

In den Figurcn sind der besseren Ubersichllichkeil wegen GO 
jeweils mil X, Y und Z senkrcchl zucinander vcrlaufcndc 
Raumachscn, niimlich die X-Achse. Y- Achsc und Z-Achse 
bezcichnei. Die Zcichenebene der Fig. I licgl demcnlspre- 
chend in der von der Y-Achsc und der Z-Achse definicricn 
Y-Z-Ebcnc, die Zcichenebene der Fig. 2 in der X-Z-Ebcnc 65 
und die Zcichenebene der Fig. 3 in der X-Y-Ebene. 

Der in den Fig. 1-3 dargesiellic Diodenlaser 1 beslchi im 
weseni lichen aus ciner Diodenlascranordnung 2, die nieh- 
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rerc jeweils an cincm u. a. als Warmcsenkc ausgcbildelcn 
Subslrai 3 vorgesehene Lascrbauelemcnle b/.w. -barren 4 
aulweisi. Jeder Laserbarren 4 besilzi cine Vielzahl von La- 
scrlichl aussendenden Diodenelemenicn odcr En li Hern, die 
5 gleichsinnig oricnlicrl und in jedeni Laserbarren 4 in Rich- 
lung der X- Achsc gcgeneinander verse l zi sind sowic insbe- 
sondere auch mil ihren akiiven Schichien in ciner gemeinsa- 
nien Ebene senkrcchl zur Zcichenebene der Fig. 1 bzw. par- 
allel zur Zcichenebene der Fig. 2 liege n, d. h. bei der fiir die 
10 Figuren gewahllcn Darslcllung in der X-Z-Ebenc. 

Weiierhin sind die Laserbarren 4 parallel zueinander und 
in Richlung der Y-Achsc um einen vorgegebencn Belrag y 
voneinandcr beabslandet. Diescr Absland crgibi sich u. a. 
konsirukliv durch die Dicke, die die Subsirale 3 in diescr 
Achsrichlung aufweisen. 

Der Diodenlaser 1 umfaBl weiierhin die nachsiehend na- 
her beschriebene laseroplik 8, mil der die Lascrsirahlung 
der cinzcincn Laserbarren 4 in cincm gemcinsamen Fokus 5 
fokussicrl wird. Diese Laseroplik 8 umfaBl u. a. Fasi-Axis- 
Kollimaloren 6. von denen jeweils ciner jedem Laserbarren 
4 zugeordncl isi und die jeweils eine Kollimalion des Laser- 
slrahls 7 des zugchorigen Laserbarren 4 in der Fasl-Axis, 
d. h. in der Y-Achse und damil in der Y-Z-Ebene senkrechl 
zur akiiven Schichi bewirken, in der der Laserslrahl der 
Emilier des belrelTenden Laserbarrens 4 die groBere Diver- 
genz aufweisi. Bei der dargeslelllen Ausfuhrungsform sind 
die Fast-Axis-Kollimaioren 6 jeweils von einer Mikrolinse, 
namlich von eincr Zylinderlinse gebildel, die mil ihrcr 
Achsc in der X- Achsc liegl. Nach dem Durchlrill durch den 
Fasi-Axis-Kollimaior 6 slehl der Laserslrahl 7 jedes Laser- 
barrens im wesenilichen als schmalbandiger Slrahl zur Ver- 
ftigung, dessen groBere Abmessung x in der X-Achse licgl, 
wie dies in der Fig. 3 in der Position a angegeben isi. 

Auf die Fasl-Axis-Kollimaloren 6 in Richlung der opii- 
schen Achse (Z-Achse) folgend weisl die Laseroplik K im 
Sirahlengang der Lasersirahlcn 7 eine oplische Anordnung 
zum weilercn Formen der Lasersirahlcn auf, und zwar in der 
Wcise, daB in einem crslen UmfonnelemenU welches fiir die 
Lasersirahlcn 7 samllicher Laserbarren 4 gemeinsam vorge- 
schen isi, jeder Laserslrahl 7 zunachsl in Teilsirahlen T zer- 
irennl wird, die in verschicdenen Ebenen parallel zur X-Z- 
Ebene aulgefacherl und von Ebene zu Ebene in der X-Achse 
gegeneinander verseizt sind, wie dies in der Posiiion b der 
Fig. 3 dargesielli isi. Diese Darslellung zeigl auch, daB die 
Teilsirahlen T jedes Laserbarrens 4 jeweils eine Teilslrahl- 
gruppe 9 von aulgefacherl en Teilsirahlen 7 bildei, wobci die 
Anzahl der Gruppen 9 gleich der Anzahl der Laserbarren 4 
bzw. der Emilierebcncn der Lascrdiodenanordnung 2 isu in 
denen die Lascrbairen 4 angcordncl sind. Jede Gruppe 9 be- 
siizl weiierhin in Richlung der Y-Achsc eine Hone y\ die 
dem Absland y enlsprichl. Weiierhin schlieBen die Gruppen 
9 bei der dargeslelllen Ausfuhrungsform unmillelbar anein- 
ander an, d. h. der Absland zwischen der Ebene des Iclzien 
Teilslrahts T eincr Gruppe 9 und der Ebene des erslen Teil- 
sirahls T der nachsicn Gruppe 9 isi gleich odcr im wesenili- 
chen gleich dem Absland, den die Ebenen der Teilsirahlen T 
inncrhalb jeder Gruppe 9 voneinandcr aufweisen. Die Ab- 
messung x\ die die Teilsirahlen 7' in den Gruppen 9 in der 
X-Achse aufweisen. isi gleich oder elwa gleich der Abmes- 
sung x dividierl durch die Anzahl der Teilsirahlen T jc 
Gruppe 9. 

Bei der dargeslelllen Ausfuhrungsform isi jeder Laser- 
slrahl 7 in fiinf Teilsirahlen T aulgefacherl, so daB bei insge- 
sami drci Gruppen insgesami funfzchn Teilsirahlen 7 crhal- 
icn sind. 

In einem nachsicn Schrill wird in der Laseroplik 8 eine 
Umfonnung der Tcilstrahlcn T dcran vorgenommcn. daB 
diese Teilsirahlen 7 in ihrer X-Z-Ebenc ubereinandcrge- 
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schoben werden, so daB die Tcilsirahlen 7 dcckungsglcich 
licgen und einen umgcformlcn balkcnlormigcn Laserslrahl 
7" hildcn, wic dies in dcr Position c der Fig. 3 angcdcuici ist. 
Oicscr T<ascrsi.rahl 7" hc.sil/1 dann in Rich Lung dcr Y- A disc 
seine groBere Abmcssung y", die dcr Hone y' mullipliziert 5 
mil dcr Anzahl dcr Gruppen 9 enisprichl. Die Brcile des La- 
serslrahls V isi gleich dcr Abmcssung x' dcr Tcilsirahlen 7'. 
Dcr balkcnibrniige Lasers! rahl 7" wird dann anschlicBcnd in 
einer Fokussieranordnung 10 im Fokus 5 fokussien.. 

Das vorslehcnd beschriebene Prinzip der Slrahl-Umfor- 10 
inung hal u. a. den Vorleil, daB die Lasersirahlung einer 
Viclzahl von Laserbarren 4, die in Richlung der Y-Achse ge- 
geneinander vcrselzt in der Lascrdiodcnanordnung 2 vorge- 
sehen sind, in dem gemeinsamen Fokus5 fokussien werden 
kann. somil also bci hoher Slrahlqualitai cine hone Lei- 15 
slungsdichlc erzielbar is!, wobei der konstrukliv noiwendige 
und nicht vermeidbare Absiand y zwischen den einzelnen 
Ebcncn, in denen die Laserbarren 4 angcordncl sind, fur das 
Umfonncn genulzt wird. Ein wcilerer Vorlcil besiehi darin, 
daB die Laseroplik 8 und insbesonderc auch deren Uniform- 20 
elemenlc sehr einfach und damil auch preiswcrl realisierl 
werden konnen. 

Als ersles Umformelement enihall die Laseroplik 8 im 
Strahlengang auf die Fasl-Axis-Kollimatoren 6 folgend ei- 
nen erslen Plalienfacher 11, der aus einer Vielzahl von dun- 25 
nen Flatten 12 aus einem lichlleiiendes Material, beispiels- 
weise aus Glas hergeslelll isi. Bei dcr dargestelllen Ausfiih- 
rungsforni weisen die Platien 12 einen quadratischen Zu- 
schnitt auf. Jede Platte 12 besitzt zwei plane Platien sei ten 13 
und 14, die optisch hochwerlig ausgebildei, d. h. poliert und 30 
mil einer Anii-Reflexionsschicht versehen sind und von de- 
nen die Schmalseile 13 den Lichteinlriii und die Schmalseile 

14 den Liclitaustrill. bilden. Die Platien 12 sclilieBen mil ih- 
rcn Oberflachenseilen, die ebenfalls poliert sind, slapelartig 
ancinander an. Zwischen benachbarlen Platien 12 isi bei- 35 
spiels weise Lufl oder cin Medium vorgesehen. welches die 
Platien verbindet und zuglcich einc Totalrefiexion des La- 
ser- Lichtes innerhalb der Platien 12 an deren Oberflachen- 
seilen sicherstelli. Die PI at ten 12, die mil ihren Oberflachen- 
seilen jeweils in der Y-Z- Ebcnc angeordnci sind, sind uin 40 
wenigstens einc Facherachsc facherariiggegeneinander ver- 
dreht oder aufgefachert, und zwar derarU daB die Ebenen der 
Platlenschmalscilen 13 bzw. 14 zweier benachbarten Plallen 
einen Winkel miteinandcr einschlicBen, dcr z. B. in der Gro- 
Benordnung von 1 bis 5° liegt. Die einzelnen Platien 12 sind 45 
jeweils von Platte zu Platte in gleichem Richtungssinn urn 
die Facherachse zueinandcr vcrdrcht. Die Dicke der Platien 
12bciragi beispielsweisc 1 mm. Durch die Plallen 12crfolgi 
das Auffachern der Lasers! rah len 7 samtlicher Laserbarren 4 

in die Teilstrahlen 7 bzw. in die einzelnen Gruppen 9, wobei 50 
die Anzahl der Platien 12 die An/ah! der Teilstrahlen 7 in 
jeder Gruppc 9 besiimnu, d. h. bci dcr dargestelllen Ausfuh- 
rungsform weist der Plalienfacher 11 insgcsaml funf Plallen 
12 auf. Die Ausbildung und Anordnung des Plalicnfachcrs 
12 sind weilerhin so gciroffcn, daB die parallel zu den Ober- 55 
flachenseitcn der Platien 12 liegendc Miticlcbene des Plat- 
icnfachers 11 mil der Y-Z-Milleicbcnc dcr Laserslrahlcn 7 
zusammenfallt und daB weilerhin die Ebcnc, in der die we- 
nigstens cine Facherachsc liegt. einc X-Z-Ebcnc isi. und 
/.war die Mitlcl- oder Synimclriccbcnc samtlicher von dcr 60 
Lascrdiodcnanordnung 2 ausgehender Laserslrahlcn 7. 

Zum Umfonncn dcr Tcilsirahlen 7 in den Laserslrahl 7" 
isi im Strahlengang auf dent Platicnflacher 12 folgend cin 
weiicrer Plalienfacher 15 vorgesehen. Dicser Plalienfacher 

15 bcsichl aus mchrcrcn Ein/elplalicnfachcrn 15', die in 65 
Richtung dcr Y-Achsc ancinander anschlicBen, wobei die 
Anzahl dcr Einzclplatlcnfacher 15' gleich dcr Anzahl dcr 
Gruppen 9 und damit gleich der Anzahl dcr Ebcncn isi, in 



denen in dcr Lascrdiodcnanordnung 2 laserbarren 4 vorge- 
sehen sind. Bci dcr dargcsicl lien Ausfuhrungsform wcisi so- 
mil der Plalienfacher 15 drei Einzel plalienfacher 15' auf. Je- 
der Kinzelplailcnfacher 15' bcslehl wiedcrum aus nichreren 
Platien 12, die slapelartig ancinander anschlieBen und la- 
cherarlig gcgcncinandcr vcrdrcht sind, und zwar uin wenig- 
stens cine Facherachsc, d. h. jeder Ei nzel plallen fachcr 15* 
ncsil/.l im wesent lichen die Ausbildung, wic sic vorslehcnd 
fur den Plalienfacher 11 bcschricbcn wurdc. 

Die Plat ten 12 der Einzclplatlcnfacher 15 sind aber mil ih- 
ren Oberflachenseilen in der X-Z-Ebenc angeordneu d. h. in 
einer Ebcne. die um 90° gegenuber der Ebcnc dcr Plallen 12 
des Plallen fachers 11 um die Z-Achse gedrehl isi. Die An- 
zahl dcr Platien 12 in jedem Einzelplaitenfacher 15' isi 
gleich der Anzahl der Tcilsirahlen 7 in jeder Gruppc 9 und 
damil gleich der Anzahl der Plalten 12 im Plalienfacher 11. 
Der Plalienfacher 15 kann also im Prinzip unier Verwen- 
dung der gleichen Plallen 12 wic dcr Plalienfacher 11 herge- 
slelll werden. Bei einer en 1 spree hen den Ausbildung isi es 
weilerhin auch moglich, den Plalienfacher 15 durch Ubcr- 
einanderslapeln mehrerer Plalienfacher 11 zu realisicren. 

Die Anzahl der Plallen 12 in dem Plalienfacher 15 ist so- 
mil gleich der Anzahl der Platien 12 im Plalienfacher 11 
mullipliziert. mil der Anzahl der Ebenen, in denen in der La- 
scrdiodcnanordnung 2 Laserbarren 4 in der Y-Achse gegen- 
einander versetzt vorgesehen sind. 

Wahrend durch die facherarligc Anordnung der Platien 
12 im Plalienfacher 11 das Auffachern der Laserslrahlcn 7 in 
die Teilstrahlen 7 jeder Gruppc 9 erfolgl, werden durch den 
Plalienfacher 15 die Tcilsirahlen 7 in der X-Achsc uberein- 
ander geschoben und in den Strahl 7" umgeformt. 

Die Fokussieranordnung 10 ist bei der dargestelllen Aus- 
ruhrungsform von einer Zylinderlinse 16 gebildet, die auf 
dem Plalienfacher 15 folgt u. a. eine Kollimalion des Strah- 
les 7" in der Slow-Axis, d. h. in der X-Aehsc bewirki, so daB 
im Strahlengang nach der Zylinderlinse 16 eine im wesenl- 
lichen parallele Slrahlung vorliegl, die dann mil der Sam- 
mellinsc 17 in dem Fokus 5 fokussien wird. 

Laufzeilunlerschiede, insbesonderc auch in den Teilstrah- 
len 7 konnen durch Verschieben der einzelnen Plalten 12 
des jeweiligen Platlenfachers relativ zueinanderin deropli- 
schen Achse oder aber durch unterschiedliche Abmessun- 
gen der Platien 12 (Absiand zwischen den Stirnflachen 13 
und 14) ausgeglichcn werden. 

Die Fig. 4 und 5 zeigen als weilere mogliche Ausfuh- 
rungsform einen Diodenlaser la, der sich von dem Dioden- 
lascr 1 im wesentlichen nur dadurch unlcrscheidet. daB die 
donige Laserdiodenanordnung 2a cine hohcre Anzahl an 
Laserbarren 4 aufweisl, und zwar insgesaml vier Laserbar- 
ren 4. wobei das crslc Umformelcmcnl der Laseroplik Sa 
von zwei Plailenfachern 11a gehildci isi. von denen jeweils 
ein Plalienfacher 11a zwei Laserbarren 4 bzw. Emiiierebc- 
nen (X-Z- Ebenen) zugeordnei ist. Die beiden Plalienfacher 
11a sind bei der Laseroplik 8a idenlisch ausgebildeL 

Da bei dieser Ausfuhrung enlsprechende Anzahl dcr La- 
serbarren 4 bzw. der Laserslrahlcn 7 (auch Fig. 6 Position a) 
durch die beiden Plalienfacher 11a insgesaml vier Gruppen 
9 von aufgelacherlcn Teilstrahlen 7 gebildel werden (Fig. 6 
Position b). wcisi auch das zweite Umformelcmcnl. d. h. dcr 
dieses zweile Umformelcmcnl bildende Plalienfacher 15a 
insgesaml vier Einzelplaitenfacher 15' auf. Die Anzahl dcr 
Plallen 12 in dem Plalienfacher 15a isi wiedcrum gleich dcr 
Anzahl dcr Laserbarren 4 bzw. Emit lercbc nen mulliplizicrl 
mil dcr Anzahl dcr Teilstrahlen 7 je ^ei I strahl gruppc 9.d. h. 
mullipliziert mil dcr Anzahl dcr Plalten 12 cincs dcr beiden 
Platlcnfacher 11a. 

Die Fig. 7 und 8 zeigen als wcilcrc mogliche Ausfuh- 
rungsform einen Diodenlaser 1 b. dcr sich von dem Diodcn- 



DE 100 12 480 A 1 



8 



laser 1 im weseni lichen nur dadurch unterschcidci, daB die 
Slow-Axis-Koilimalion nichl durch die Zylinderlinse 16 er- 
Iblgl. die im Sirahlengang nach dem zwciien Plailcnfachcr 
15h erfolgi. sondern durch ein Mikrolinscn-Arrey 18. wel- 
ches ini Sirahlengang unnriuclbar vor dem ersicn Plaiienfa- 5 
cher lib angeordnel isi. 

Die in den Fig. 7 und 8 allgemcin mil 8b bczcichncie La- 
seroplik weisi somil lolgende Elcntcnic auf, die - ausgehend 
von der der Lascrdiodenanordnung 2a enisprechenden La- 
serdiodenanordnung 2b in der nachsichcnden Rcihcnfolgc 10 
a ne i na ndeg-.a n seh lie Ben : 

Easi-Axis-Kollimaiorcn 6, und zwar jeweils ciner 
fur jede EmiHercbcnc bzw. fur jeden Laserbarrcn 4; 

Micorlinsen-Arrcy 18 zur Slow-Axis-Koliimalion; 15 

Plailcnfachcr Mb, der hinsichllich Ausbildung und 
Anordnung dem Plailcnfachcr 11 enisprichi; 

Plailcnfachcr 15b, der den Plailcnfachcr 15 cni- 
sprichl sowie 

l ; okussierelcmcni oder Sammcllinse 17. 20 

Das Microlinsenarrey 18 bcsleht bci der dargcstelllen 
Ausfiihrungsform aus eincr Vielzahl von als Zylinderlinsen 
wirkenden opiischen Elcmcnien oder Zylinderlinsen 19, die 
mil ihrer Aclisc in der Y-Achse, d. h. senkrechl zur aklivcn 25 
Schichl der Hiniller der Laserbarrcn 4 orientiert sind. Die 
Zylinderlinsen 19 sind so angeordnel, daB jeweils mehrcrc 
Zylinderlinsen 19 in Richiung der X-Achse in eincr Rcihe 
aneinander anschlicBcn und hierbci vorzugsweise zu eincm 
Linscnelemeni zusamniengefaBl sind. Jedcm Laserbarrcn 4 30 
oder jedcr Enuiierehcne isi eine solche Reihe zugcordncl. 
Bei der dargesiellcn Ausfuhrungsform isi die Anzalil der 
Zylinderlinsen 19 in jedcr, sich in Richiung der X-Achse er- 
sireckcnden Reihe gleich der Anzahl der PI alien des Plaiien- 
fachers lib. is 

Die Anzahl der Plaiien des Plaiienfachers 15b isi wic- 
derum gleich dem Produki aus Anzalil der Plallen des Plai- 
ienfachers lib und der Anzahl der Ebenen der Laserbarrcn 4 
bzw. der Emillcrcbenen der Lascrdiodenanordnung 2a. Bci 
der dargesicllicn Ausfiihrungsform beiragi also die Anzahl 40 
der Plallen des Plaiienfachers 15b bei insgesami vier Emil- 
lcrcbenen und funf Plallen des Plaiienfachers lib zwanzig. 

Die Fig. 9 und 10 zeigen als weiierc mogliche Ausfuh- 
rungsform cinen Dioden laser lc, der wiedcrum die der La- 
scrdiodenanordnung 2a enisprechende Laserdiodenanord- 45 
nung 2c mil vier in unierschiedlichcn Ebenen angeordneien 
Laserbarrcn 4 aufweisl sowie die Lascroplik 8c, die im 
Sirahlengang auf die Lascrdiodenanordnung 2c folgcnd die 
Fasi-Axis-Kollimaiorcn 6, das Microlinscn-Arrey 18 mil 
den Reihen der Zylinderlinsen 19. die beiden den Plaucnfa- 
cher Ua enisprechenden Plaiicniacher lie sowie den dem 
Platlcnfacher 15a enisprechenden Plailcnfachcr 15c auf- 
weisi, d. h. die Lascroplik 8c cnisprichi der Lascroplik 8a, 
ailerdings mil dem Unierschied, daB ansielle der als Slow- 
Axis-Kollimaiordicnenden Zylinderlinse 16 die Slow-Axis- 
Kollimaiion wicderum vor dem ersicn Plaiicnfachcrn lie 
durch das Linsenarrey 18 erfolgl. 

Die Fig. 11 und 12 zeigen eincn Diodenlaser Id. der sich 
von dem Diodenlaser lc im wcscnl lichen nur dadurch unicr- 
schcidci, daB das Linsenarrey 18 zur Slow-Axis-Kollima- 
lion im Strahlcngang vor dem Fasl-Axis-Kollimaloren 6 an- 
geordnel isi. Die Plaiicniacher lid bzw. 15d enlsprechen 
wiedcrum den Plaiicnfachcrn He bzw. 15c. 

Die Iirfindung wurde voransiehend an Ausfuhrungsbci- 
spielcn beschricben. lis vcrslehl sich, daB zahlrciche Ande- 
rungen sowie Abwandlunaen moglich sind, ohne daB da- 
durch der der Erfindung zugrundeiiegende Erhndungsge- 
danke verlassen wird. So wurde vorsiehend davon ausge- 
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gangen, daB in jedcr Ehene der Lascrdiodenanordnung ein 
Laserbarrcn 4 vorgeschen isi. Grundsiilzlich beslehi. die 
Moglichkeil, in jedcr Ebene mehrcrc derarlige Barren in der 
X-Achse uufeinander folgcnd vorzusehen und/oder zwei 
oder mchr als drei derarlige Ebenen zu vcrwenden. Weiicr- 
hin isi es beispiclsweise auch moglich, ansielle von mehrc- 
rc n, jeweils in Reihen angcordcnicn Zylinderlinsen 19 ein 
Microlinscn-Arrey fiir die Slow-Axis-kollimalion zu vcr- 
wenden, bei der fiir samiliche Emiiicrebenen oder abcr fiir 
einen Teil oder eine Gruppc solcher Emitlerebenen durchge- 
hende, d. h. sich in Richiung der Y-Achse erslreckende Zy- 
lindcrlinsenelemenie vorgeschen sind, wobei die im Zusam- 
menhang mil den Fig. 7-12 beschriebene Ausbildung ailer- 
dings den Vorteil ciner individual en Jusiierbarkeil der Zy- 
linderlinsen oder Zylinderlinsenanordnungen hal. 

Bczugszeichenlisie 

1. la, lb, lc. Id Diodenlaser 

2. 2a. 2b, 2c, 2d Lascrdiodenanordnung 

3 Subsirat 

4 Laserbarrcn 

5 Fokus 

6 Fasi-Axis-Kollimaior 

7 Lasers ir ah 1 
7 Teilsirahl 

7" Umgeformler Slrahl 

8. 8a. 8b. 8c. 8d Lascroplik 

9Teilslrahlgruppe 

10 Fokussieranordnung 

11a, lib, 11a, lib, 11c, lid Plaiicniacher 

12 Plane 

13, 14 Schmalseile 

15, 15a, 15b, 15c, 15d Plailcnfacher 

15' Einzel plailenfacher 

16 Zylinderlinse 

17 Sammellinsc 

18 Mikrolinscn-Array 

19 Zylinderlinsen 
X-Achse 
Y-Achse 
Z-Achse 

X-Z-Ebcne, Y-Z-Ebene 

X-Y-Ebene 

x, x' Abmcssung 

y Absland 

y\ y" Hone 

Patenianspruche 

1. Laseroplik zimi Umfonnen der Lasersirahlen (7) 
von Diodenelemenien oder Emiuern ciner Lascrdio- 
denanordnung (2, 2a, 2b, 2c, 2d), die (Diodenclemenie 
oder Emiiier) als Emiiicrgruppc (4) jeweils in ciner 
Emiliercbcne (X-Z-libene) und in ciner Achse (X- 
Achsc) auf einandcr folgcnd angeordneien sind, mil 
wenigslcns zwei in ciner opiischen Achse (Z-Achse) 
aufeinander folgcnd angeordneien Umformelcmcnlen 
(11. 11a. lib. 11c. lid; 15, 15a. 15b. 15c. 15d). von de- 
nen wenigslcns cines ein durchslrahlbarcs Element isi 
und ein ersics Umfonnelcmcnl (11, 11a, lib, lie, lid) 
cine Auffacherung des von ciner Emiiicrgruppc (4) cr- 
zcuglcn Laserslrahls (7). der einen sich in einer erslen 
Achse (X-Achse) senkrechl zur opiischen Achse (Z- 
Achsc) erslreckende n linicn- oder band fori ni gen Qucr- 
schnill aufweisl. in aufgefachcrle Tcilsirahlen (7') be- 
wirki. die in der erslen Achse (X-Achse) und in eincr 
zwciien Achse (Y-Achsc) gegencinander verseizi sind. 
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wohoi die /.wciic Achsc (Y-Achsc) senkrechi zurersien 
Achsc (X -Achsc) und auch scnkrcchl zur opiischen 
Achsc (/-Achsc) liegl, wobci cin /.wcilcs oplischcs 
Umlomielcnicni cin Vcrschichcn dcr Teilsirahlen (7) 
jewcils in cincr Ebcne (X-Z-Ebenc) parallel zur erslen 5 
Achsc (X- Achsc) dcrarl bewirkl, daB bei dcin aus deni 
zweiien Uiiilornielenicni (15, 15a, 15b, 15c, 15d) aus- 
lrelcndcn umgcfornitcn Lasersirahl (7") die parallclcn 
Tcilsiruhlcn (7') nur noch odcr ini wescnilichen nur 
noch in dcr zweiien Achsc (Y- Achsc) gegencinander 10 
verseizi sind. dadurcli gekennzeichnei. daB in wenig- 
slens zwei Eniiiicrcbencn (X-Z- Ebcne), die parallel zu- 
einandcr angeordnel und in cincr Achsc (Y-Achse) 
senkrechi zu den Bmiltercbencn (X-Z-Ebenc) uni einen 
Abstand (y) voneinander beabstandei sind, jeweils wc- 15 
nigsicns cine Emiltergruppe (4) vorgeschen isl daB die 
Lascrsirahlen (7) jeder Eniiuergruppe (4) durch cin cr- 
slcs Unilorntclcnicnl (11,11a, lib, 11c, lid) in cine ci- 
gene Tcilsiruhlgruppc (9) von aufgefachcrten Teilsirah- 
len (7') unigeforml wird, daB die Teilsirahlgruppcn (9) 20 
in dcr zweiien Achse (Y- Achsc) gegencinander verseizi 
sind, und daB durch das zweile Uni forme lenient (15, 
15a, 15b, 15c, 15d) die Teilsirahlen (7) samllicher Teil- 
sirahlgruppcn (9) zu dem aus den zweiien Umfonnele- 
menl auslrelcndcn unigefonnien Lasersiiahl (7") uni- 23 
gc fori lit werden. 

2. Laseroptik nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
nei. daB die durch das ersle Unifomielenient (11. 11a, 
lib, 11c, lid) gcbildcl.cn Teilstrahlgruppen (9) deran 

in der zweiien Achsc (Y- Achsc) verseizi sind, und daB 30 
dcr Absland (y 1 ) zwischen jeweils gleichartigen Teil- 
strahlen (7') benachbarter Gruppen (9) dem Absland 
(y) der Emiltcrcbcnen (X-Z-Ebene) der Laserdioden- 
anordnung (2, 2a, 2b, 2c, 2d) enlsprichl. 

3. Laseroplik nach Anspruch 1 odcr 2. dadurch gc- 35 
kennzeichnet, daB die Eniiliergruppen jeweils von ei- 
ncm mehrerc Emitter aufweisenden Lascrbarren (4) ge- 
bildel isl. 

4. Laseroptik nach einen i dcr vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnei, daB in jeder Emilier- 40 
ebenc (X-Z-Ebene) einc Eniiuergruppe (4) vorgeschen 

isl.. 

5. Laseroplik nach einem dcr vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnei, daB das erste Uniform- 
element von wenigslens einem ersten Plalienfacher 45 
(11, 11a. lib, 11c, lid) gcbildei isl. 

6. Laseroplik nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich- 
nei. daB der erste Plalienfacher (11, lib) fiir saint liche 
Eniiiicrcbencn gcnieinsani vorgeschen isl. 

7. Laseroplik nach einem dcr vorhergehenden Anspru- 50 
che, dadurch gekennzeichnei, daB das zweile Uinform- 
elenieni von wenigslens eineni zwei ten Plaltcnfacher 
(15, 15a, 15b, 15c, 15d) gcbildei ist. 

8. Laseroplik nach Anspruch 7. dadurch gekennzeich- 
nei. daB der zweile Plalienfacher (15, 15a, 15b, 15c, 55 
15d) fur santilichc Teilstrahlgruppen (9) der durch das 
ersle Unifornielcnient (11. 11a, lib, 11c, lid) uiugc- 
lbrnitcn Lascrsirahlen (7) gcnieinsani vorgeschen isl. 

9. Laseroplik nach Anspruch 8. dadurch gekennzeich- 
nei. daB dcr zweile Plalienfacher (15, 15a, 15b, 15c, ft) 
15d) aus mehrcren aneinander anschlicBcnden Einzcl- 
plailcnlachern(15') besteht und beispielsweisc fur jede 
Teilsirahlgruppe (9) einen Einze I plalienfacher (15' J 
aufwcisi. 

10. Laseroplik nach eineni dcr vorhergehenden An- 65 
spriiche, dadurch go kennzeichnet. daB der zweile Plal- 
ienfacher (15. 15a. 15b. 15c, 15d) cine Viclzahl von 
Plailcn (12) aus eineni lichldurchlassigcn Maierial auf- 



wcisi, und daB die An/ah I diescr Plailcn (12) gleich der 
Anzahl dcr durch das erste Unifornieleineni gcbildelcn 
Teilsirahlen (7) ist. 

11. Laseroplik nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnei, daB dcr zweile Plal- 
tcnfacher (15, 15a, 15b, 15c, 15d) cine Viclzahl von 
Plailcn (12) aus einem lichldurchlassigcn Material auf- 
weist, und daB die Anzahl diescr Plat ten (12) gleich der 
Anzahl der Emiiicrebenen (X-Z-Ebenc) multiplizicn 
mil dcr Anzahl der Platien (12) isl, die dcr wenigslens 
cine ersle Plalienfacher (11, 11a, lib, 11c, lid) jewcils 
aufweisL 

12. Laseroplik nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, gekennzeichnei durch Kollinialoren (6, 16) ini 
Strahlengang der Laserlichislrahlung. 

13. Laseroplik nach einem der vorhergehenden An- 
spr uche, gekennzeichnei durch eine Fokussicropiik 

(17) zum Fokussicrcn des unigefonnien Lascrstrahls 
(7 n ) in eineni Fokus (5). 

14. Laseroplik nach einem dcr vorhergehenden An- 
spruchc, dadurch gekennzeichnei, daB Fasl- Axis- Kolli- 
nialoren (6) im Slrahlcngang der Laserlichlstrahlung 
vor dem ersten Umfoniielemenl (11, 11a, lib, 11c, 
lid) vorgeschen sind. 

15. Laseroplik nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnei. daB wenigslens ein 
Slow-Axis-Kollimator (16) ini Slrahlcngang nach dem 
zweiien Umfoniielemenl (15, 15a) vorgesehen isl. 

16. Laseroplik nach einem dcr vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnei, daB im Strahlengang 
der Laserlichislrahlung vor dem ersten Umformele- 
menl (lib, 11c, lid) eine als Slow-Axis-Kollimator 
wirkende Linsenanorclnung bzw. Microlinsenarrey 

(18) vorgesehen isl. 

17. Diodenlaser mil einer Laserdiodenanordnung (2, 
2a, 2b, 2c, 2d) und einer Laseroplik zum Unifonnen 
der Laserstrahlen (7) von Diodenelcmenien oder Emil- 
lern dieser Laserdiodenanordnung (2, 2a, 2b, 2c, 2d), 
die (Diodenelemenlc oder Emitter) als Eniiuergruppe 
(4) jeweils in einer Emiiierebcne (X-Z-Ebene) und in 
einer Achse (X-Achse) auf einander folgend angeord- 
nel en sind, mil wenigslens zwei in einer opiischen 
Achse (Z- Achse) aufeinander folgend angeordnel en 
Umfoniielemenien (11, 11a, lib, 11c, lid; 15, 15a, 
15b, 15c, 15d), von denen wenigslens eines ein durch- 
slralil bares Element isl und ein ersles Umfoniielemenl 
(11, 11a, lib, 11c. lid) cine AulTacherung des von ei- 
ner Eimiiergruppc (4) erzeugien Lascrsirahls (7), der 
einen sich in einer ersten Achsc (X- Achse) senkrechi 
zur opiischen Achse (Z-Achsc) erslreckenden linien- 
oder bandformigen Qucrschnili aufweisl, in aulgefi- 
chcric Teilsirahlen (7*) bewirkl, die in der erslen Achse 
(X-Achse) und in einer zweiien Achse (Y-Achse) ge- 
gencinander verscty.l sind, wobci die zweile Achse (Y- 
Achsc) senkrechi zur ersten Achse (X-Achse) und auch 
senkrechi zur opiischen Achse (Z- Achse) liegt, wobci 
cin zweites oplischcs Unifornieleineni ein Vcrschichcn 
der Teilsirahlen (7') jeweils in cincr Ebene (X-Z- 
Ebene) parallel zur erslen Achsc (X-Achsc) dcrarl be- 
wirkl, daB bei dem aus dem zweiien Umfoniielemenl 
(15, 15a, 15b, 15c, 15d) auslrelcndcn umgeformlen La- 
sersirahl (7") die parallclcn Teilsirahlen (7') nur noch 
oder im wescnilichen nur noch in dcr zweiien Achse 
(Y- Achse) gcgcncinandcr verseizi sind, dadurch ge- 
kennzeichnei, daB in wenigslens zwei Eniiiicrcbencn 
(X-Z-Ebcnc). die parallel zucinandcr angcordnel und 
in cincr Achsc (Y-Achsc) scnkrcchl zu den Emiiiercbc- 
ncn (X-Z-Ebene) uni einen Absland (y) voneinander 
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bcahsiandei sind, jeweils wenigsiens cine lsmiucr- 
gruppe (4) vorgesehen isi daB die Lascrsirahlcn (7) je- 
dcrHmiucrgruppe (4) durch ein ersies Umlbrmelemcni 
(11. 11a, 11b. 11c, lid) in cine cigene Teilslrahlgmppc 
(9) von aufgefaehcrten Tcilsirahlen (7') umgeformi 5 
wird. daB die Teilslrahlgruppen (9) in der zwcilcn 
Achsc (Y-Achsc) gegencinander vcrsclzt sind, unddaB 
durch das zweile Unilbrmclcnicnl (15, 15a, 15b, 15c, 
15d) die Tcilsirahlen (7') samilicher Teilslrahlgruppen 
(9) zu dein aus den zwcilcn Unilbrmclcnicnl ausircien- 10 
den umgefonnlen Lasersirahl (7") unigcformi werden. 

18. Diodcnlascr nach Anspruch 17, dadurch gekenn- 
zcichneu daB die durch das crsic Umfonnelemeni (11, 
11a, lib, 11c, lid) gebildelen Teilslrahlgruppen (9) 
derail in der zwcilcn Achsc (Y-Achse) verseizl sind, 15 
und daB der Absland (y') zwischen jeweils gleicharti- 
gen Tcilsirahlen (7') benachbarier Gruppen (9) deni 
Absland (y) der Emiilcrcbcncn (X-Z-Ebcnc) der Lascr- 
diodenanordnung (2, 2a. 2b, 2c, 2d) cntsprichl. 

19. Diodenlaser nach' Anspruch 17 oder 18. dadurch 20 
gekennzeichnct, daB die Emiiicrgruppen jeweils von 
cinem mehrere Emitter aufweisenden Laserbarren (4) 
gebildei ist. 

20. Diodenlaser nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeiehnet, daB in jeder Emitter- 25 
cbene (X-Z-Ebene) eine Emillergruppe (4) vorgesehen 
isi. 

21. Diodenlaser nach einem der vorhergehenden An- 
spriichc, dadurch gekennzcichnel, da6 das ersle Um- 
fonnelement von wenigsiens einem ersten PI all en fa- 30 
cher (11, 11a, lib, 11c, lid) gebildei isi. 

22. Diodenlaser nach Anspruch 21, dadurch gekenn- 
zeiehnei, daB der ersle Plaiienfacher (11, lib) fur sanil- 
liche Emillerebenen gemeinsam vorgesehen ist. 

23. Diodenlaser nach eineni der vorhergehenden An- 35 
sprue he. dadurch gekennzeichneL daB das zweile Um- 
formclemenl von wenigsiens cinem zwcilcn Plaiienfa- 
cher (15, 15a, 15b, 15c, 15d) gebildei isi. 

24. Diodenlaser nach Anspruch 20, dadurch gekenn- 
zcichnel, daB der zweile Plaiienfacher (15, 15a, 15b, 40 
15c, 15d) fur samtlichc Teilslrahlgruppen (9) der durch 
das ersle Uniformelemeni (11, 11a, lib, 11c, lid) um- 
gefonnlen Lasersirahlen (7) gemeinsam vorgesehen 
isi. 

25. Diodenlaser nach Anspruch 24, dadurch gckenn- 45 
zeichnel, daB der zweile Plaiienfacher (15, 15a, 15b, 
15c, 15d) aus mehrcren aneinander anschlicBenden 
Uinzelplaiienfachcm(15') besichi und beispiclswcisc 
fur jedc Teilsirahlgruppc (9) cinen Einzcl plaiienfacher 
(15') aufweisi. 50 

26. Diodenlaser nach einem der vorhergehenden An- 
spruchc. dadurch gekennzcichnel, daB der zweile Plai- 
ienfacher (15, 15a, 15b, 15c, 15d) eine Vielzahl von 
Plallen (12) aus einem lichidurchlassigen Malerial auf- 
weisu und daB die Anzahl dicscr Plallen (12) gleich der 55 
Anzahl der durch das ersie Umfonnelemeni gebildelen 
Tcilsirahlen (7') isi. 

27. Diodenlaser nach einem der vorhei^chenden An- 
spriiche. dadurch gekennzcichnel. daB der zweile Plai- 
ienfacher (15, 15a, 15b, 15c, 15d) eine Vielzahl von 60 
Plallen (12) aus einem lichidurchlassigen Malerial auf- 
weisi, und daB die Anzahl diescr Plallen (12) gleich der 
Anzahl der Emillerebenen (X-Z-Ebcnc) mulliplizierl 
mil der Anzahl der PI alien (12) isi, die der wenigsiens 
cine ersle Plaiienfacher (11, 11a, lib, 11c, lid) jcwcils 65 
aufweisi. 

28. Diodcnlascr nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, gekennzcichnel durch Kollimaloren (6, 16) im 



Sirahlengang der Laserlichisirahlung. 

29. Diodcnlascr nach eineni der vorhergehenden An- 
spruche. gekennzcichnel durch eine Pokussieroplik 

(17) zuin Poknssicren des umgefonnlen T-iserslrahls 
(7") in eineni 1-bkus (5). 

30. Diodenlaser nach eineni der vorhergehenden An- 
spruchc. dadurch gekennzcichnel. daB Pasl-Axis-Kolli- 
maloren (6) im Sirahlengang der Laserlichisirahlung 
vor dem ersien Umfonnelemeni (11, 11a, lib, 11c, 
lid) vorgesehen sind. 

31. Diodenlaser nach cinem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzcichnel. daB wenigsiens ein 
Slow-Axis-Kollimaior (16) im Sirahlengang nach dem 
zwcilcn Umfonnelemeni (15, 15a) vorgesehen isi. 

32. Diodenlaser nach cinem der vorhergehenden An- 
spriichc, dadurch gekennzeichneu daB im Sirahlengang 
der Laserlichisirahlung vor dem ersien Umfonnele- 
meni (lib, 11c, lid) cine als Slow-Axis-Kollinialor 
wirkende Linscnanordnung bzw. Microlinsenarrey 

(18) vorgesehen isi. 
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